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１．概要（Summary） 

我々は、新規な分子スピントロニクスデバイスの創

製を目指し、磁性薄膜のエッジを用いたナノ接合分子

素子を提案している。これまでに Ni78Fe22薄膜エッジ

間に tris (8-hydroxyquinolinato) aluminum (Alq3)を挟ん

だナノ接合素子において、量子化コンダクタンスの観

測、並びに、室温磁気抵抗効果の観測に成功した。本

課 題 で は 新 た な 有 機 分 子 と し て tris 

(8-hydroxyquinolinato) erbium (Erq3)を用いて、ナノ接

合素子を作製し、電気磁気特性を調べた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

イオンビームスパッタ装置 

【実験方法】 

低融点ガラス(屈伏点 503oC、10×10×2 mm3)上にイ

オンビームスパッタ装置を用いて Ni78Fe22 薄膜を成

膜した。次に、同形状・同組成の低融点ガラスを重ね

て、熱圧着を行った。その後、膜に対して垂直に試料

を切断し、得られた断面を化学機械研磨法により平滑

化し、スピンコート法によって研磨後の断面上に Erq3

薄膜を成膜した。最後に、それらの断面同士を交差さ

せ、ナノ接合素子を作製し、電気・磁気特性を調べた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に示すように、Ni78Fe22/Erq3/Ni78Fe22ナノ接合素

子において、室温磁気抵抗(MR)効果の観測に初めて成

功した。このときの MR 比は 0.7%で、Ni78Fe22/Alq3 

/Ni78Fe22接合素子において観測された従来値の 2 倍以

上を示した。今後は更なる MR 比の向上を目指す。 
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松尾保孝教授（北海道大学電子科学研究所ナノテク連携

推進室）に感謝いたします。 
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Fig. 1 MR effect of Ni78Fe22/Erq3/Ni78Fe22 device. 


